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Abstract (en)
[origin: WO9209986A1] A logic circuit is comprised of charge and dropper transistors as well as a capacitor, the main conductor links of said
transistors and capacitor being connected in series between a first supply bus and a time variable potential source. The charge transistor is
connected to the capacitor, and the capacitor is connected to the time variable potential source. A first and a second logic signal are applied to the
respective control electrodes of the first and second transistors. The time variable potential is provided to limit the charge passing to the charge
transistor, thus allowing to use a relatively small dropper transistor. The time variable potential has an amplitude sufficiently large to have a tendency
for actuating the charge transistor, if the latter is non-conductive. A selective conducting element (diode) is connected between a locking potential
point and the connection between the charge transistor and the capacitor.

Abstract (fr)
Un circuit logique comprend des transistors de charge et chuteurs ainsi qu'un condensateur, les liaisons conductrices principales de ces transistors
et ce condensateur étant reliées en série entre un premier bus d'alimentation et une source de potentiel variant dans le temps. Le transistor
de charge est connecté au condensateur, et le condensateur au potentiel variant dans le temps. Un premier et un second signal logique sont
appliqués aux électrodes de contrôle respectives des premier et second transistors. Le potentiel variable dans le temps est prévu pour limiter la
charge passant par le transistor de charge, ce qui permet d'utiliser un transistor chuteur relativement petit. Le potentiel variant dans le temps a une
amplitude suffisamment large pour avoir tendance à activer le transistor de charge, si ce transistor est non-conducteur. Un élément de conduction
sélective (diode) est relié entre un point de potentiel de verrouillage, et la connexion entre le transistor de charge et le condensateur.
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